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Spiek weglikowy

Przedmiotem wynalazku jest splek weglikowy powodujacy utwardzenie metalu, pokrywanego odporng na
$cieranie warstwa powierzchniowa wedtug patentu nr 79682. ’

Znany jest spiek weglikowy z patentu nr 79682, wedtug ktoérego cienka powtoka sktada sie¢ zdwéch
naktadanych na siebie warstw, przy czym zewnetrzna warstwa zawiera jedng lub wiecej mikroskopijnych warstw
odpornych na $cieranie, ktére sktadajg sie z tlenku aluminium lub tlenku cyrkonu. Wewnetrzna warstwa
umieszczona pod warstwa zewnetrzng sktada sie z jednej lub wiekszej ilosci warstw weglikéw lub azotkéw,
tytanu, wolframu, hafnu, wanadu, niobu, tantalu, chremu, molibdenu lub cyrkonu, to jest metali czwartej
i szOstej podgrupy okresowego uktadu pierwiastkéw jak réwniez weglikéw lub azotkéw krzemu i boru.

Niedogodnoscig rozwigzania objetego patentem nr 79682 jest to, e warstwa posrednia znajdujaca sie
miedzy spiekiem weglikowym a warstwa zewngtrzng zawiera wegliki C lub kobalt Co, ktére tworzg przeszkode
W nanoszeniu warstwy zewnetrznej.

Celem wynalazku jest usunigcie tej niedogodnosci. Istota wynalazku polega na tym, Ze ze spieku
weglikowego posiadajacego podktad ze spiekanego, twardego metalu wyeliminowano warstwy weglikéw C fub .
kobaltu Co i naniesiono na powierzchnig tej warstwy utleniacz lub jego potgczenie z weglikiem, sktadajacym sie ‘
2 CO,W,C.

W celu tatwiejszego odweglania wewnetrznej warstwy posredniej zastosowano odweglanle warstwy
podktadowej utworzonej z Fe lub Ni, przy.czym na wewnetrzng warstwg posrednig naniesiono podktad
z twardego metalu z domieszka odpornych na $cieranie warstw ceramicziych. Posrednie warstwy utleniaczy
utworzono z tlenkéw Al, O; lub tienkéw Si, B, Ca, Mg, Ti oraz Hf, o grubosci okoto 0,2 um lub korzystniej 0,4 .
do 0,5 um. Wewnetrzng warstwe posrednia wykonano 2 do 16 lub korzystniej 4 do 8:krotnej grubosci
w stosunku do grubosci warstwy zewnetrznej. Catkowita gruboéé warstwy wewnetrzne] i zewnetrznej wynosi 3
do 11 lub korzystniej 4 do 8 um. Warstwe utleniajacq stosuje sie z tego powodu tak bardzo cienkg, Ze jest ona
wykonana ze zbyt tamliwego materiatu. ’ '
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Ponizej podano przyktady dotycza spieku weglikowego powodujacego utwardzenie metalu, pokrywanego
odporng na $cieranie warstwa.

Przyktad | Nanoszenie powierzchniowej warstwy dekarbonizujacej dokonywane jest w reaktorze na
podktadzie utworzonym z warstwy Ni. Powierzchniowa warstwa skfada sie z 3000 spiekéw nanoszonych na
. warstwe podkladowa w sposéb réwnomierny przy utrzymaniu potaczenia z otaczajagcym w reaktorze gazem -
i przeznaczonych do utworzenia skrawajacej wktadki, zawierajacej objetosciowo okoto 40% WC, 15% Co i 45%
weglikow w postaci TiC, TaC i NbC.

Przy nanoszeniu spiekéw dokonuje sie wstepnej dekarbonlzacu podczas ktérej wktadke podgrzewa sie do
1000°C za pomocy mieszaniny gazu sktadajacego sie z 5% CO, i 95% H,, przeptywajacego przez reaktor przy
cisnieniu 100 mm Hg i szybkosci przeptywu okoto 0,1 m/sek. Proces wstepnej dekarbonizacji trwa okoto
0,5godz., po czym nastepuje drugi etap dekarbonizacji wtym samym reaktorze, przy stosowaniu gazu
o cisnieniu 15 mm Hg, szybkosci przep'fywu 3.6 m/sek i sktadzie 70% H,, 5% CO,, 20% CO i 5% AICl; oraz
utrzymaniu temperatury powyzej 1100°C. Czas dekarbonizacji w drugim etapie trwa okoto 3 godz., a gruboéé
uzyskanej w wyniku dekarbonizaciji warstwy Al,0; wynosi okoto 4 um, co stanowi wystarczajaca ochrone przed
przenikaniem C i CO i nie wptywa na wzrost kruchosci tej warstwy, ze wzgledu na mikroskopijna jej grubosé.

Przyktad Il. Powierzchniowa warstwa Al,0; o grubosci okoto 1 um uformowana jest wedtug tego
przyktadu, na podktadzie twardej strefy metalu przy zmniejszonej zawartosci CO i WC i przy zastosowaniu
mieszaniny gazu skfadajacego z 5% H, 2% CO,, 2% AICl3 i91% CO, doprowadzanego do reaktora. Proces-
nanoszenia powierzchniowej warstwy dokonywany jest przy utrzymaniu temperatury 1000°C w czasie okoto
5 godz.

Przyktad Ill. Powierzchniowa warstwa o grubosci 3 um wedtug tego przyktadu, otrzymywana jest
podobnie jak wedtug przyktadu Il z tym, ze formowanie jej odbywa sig przy zastosowaniu gazu doprowadzanego
do reaktora w ciggu 2 godz., sktadajacego si¢ z mieszaniny 20% CO, 70% H,, 5% CO,, 5% AICl,.

Przyktad IV. Powierzchniowa warstwa wedtug tego przyktadu jest podobna do warstwy z przyktadu
pierwszego, gdzie do warstwy TiC w pierwszym etapie zastosowano gaz zawierajacy 10% TiCl,, 8% CH4 i 81%
H,, doprowadzany do reaktora w ciaggu 2 godz. przy ci$nieniu okoto 15 mm Hg i szybkosci przeptywu okoto
1 m/sek. W wyniku nanoszenia zewnetrznej warstwy uzyskano cienkoziarnisty nieporowatg powtoke TiC
o grubosci 2 um.

W drugim etapie nanoszenia warstwy powierzchniowej, temperatura w reaktorze, przy zastosowaniu
mieszaniny gazu sktadajacego sie z 70% H,, 5% CO,, 20% CO i 5% SiCl, o ci$nieniu 15 mm Hg i szybkosci
przeptywu okoto 3,6 m/sek, kt6ra utrzymywano w ciagu 3 godz. i uzyskano dekarbonujaca warstwe SiO,
o grubosci okoto 2 um.

Zastrzezenia patentowe

1. Spiek weglikowy wedtug patentu nr 79682 posiadajacy rdzeri lub podktad ze spiekanego twardego
metalu zawierajacego przynajmniej wegiel, na ktérym umieszczono cienkg powtoke sktadajacy sie z dwéch
warstw natozonych jedna na drugiej, gdzie zewnetrzna warstwa zawiera jedng lub wigcej odpornych na scleranie
warstw sktadajacych sie z tlenku aluminium lub tlenku cyrkonu osadzonych z fazy gazowej, podczas gdy
wewnetrzna warstwa, umieszczona w poblizu rdzenia, sktada sie z jednej lub wiecej warstw utworzonych
Z jednego lub wielu Weglikéw lub azotkéw tytanu, cyrkonu, hafnu, wanadu, niobu, tantalu, chromu, molibdenu,
wolframu, krzemu lub boru, znamienny tym, Ze zewnetrzna warstwa z ktérej. wyeliminowano weglik C
lub kobalt CO zawiera warstwe utleniacza lub weglika skfadajacego sig¢ z CO; W5 0.

2. Spiek weglikowy wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze grubo$é warstwy utleniacza lub weglika
utrzymywana jest w zakresie 0,4 do 0,5 um. !

3. Spiek weglikowy wedtug zastrz.1, lub2, znamienny ty m, e wewnetrzna warstwa posrednla
zawiera podktad z twardego metalu z domieszka odpornych na $cieranie warstw ceramicznych.

4, Spiek weglikowy wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze grubo$é wewnetrznej warstwy’ wynosn 2
do 16-krotnej lub korzystniej 4 do 8- krotnej w stosunku do grubosci warstwy wewnetrznej -

5. Spiek weglikowy wedfug zastrz. 1, lub4, znamienny tym, ze catkowita grubos¢ warstwy
wewnetrznej i zewnetrznej wynosi 3 do 11 lub korzystniej 4 do 8 um..

6. Spiek weglikowy wedtug zastrz.1, znamienny ty m, 2e zewngtrzna warstwa skfada sig z tlenkéw
Si, B, Ca, Ti, Mg oraz Hf. :
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